ТРАНСПОРТ ВТОРИЧНЫХ ИОНОВ – ПРОДУКТОВ ЯДЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОНОВ 

С МАТЕРИАЛАМИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
Н.В. Новиков, Н.Г. Чеченин, В.Я. Чуманов, 
А.А. Широкова
НИИЯФ МГУ, Москва, Россия
Одна из причин сбоев бортовой электроники космического аппарата при прохождении ионов через элементы интегральной схемы (ИС) состоит в накоплении избыточного заряда в чувствительном объеме. Величина этого заряда зависит от потерь энергии первичных и вторичных ионов, их пробегов /1/, а также от расположения и состава компонентов близи чувствительного объема ИС.
В работе исследуется состав, энергия и потери энергии вторичных ионов от неупругого взаимодействия быстрого протона (E= 0.3 – 10 ГэВ) с компонентами ИС (Al, Ti, Fe, W). Результаты расчетов с помощью программ GEANT4 /2/ и SRIM /3/ используются для оценки количества электрон - дырочных пар, которые создаются в чувствительном объеме ИС вторичными ионами, образовавшимися в ядерном столкновении на удалении до нескольких микрометров.
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